
研究概要

クリーンエネルギー関連
デバイス部門
省レアメタル部品や
部材を利用した
高効率デバイスの開発

脱炭素社会実現へ向けて、
WBGデバイスの優れた性能を

極限まで活かした回路システ
ムを研究・開発する。デバイス
チーム、受動部品チームと連
携を密にして、回路システム
に最適な受動部品を適用する
ことで、次世代EV用モータ駆

動インバータ、中小産業用イ
ンバータ、データセンター用電
源の小型化、高性能化、高パ
ワー密度化、高効率化を目指
します。

パワーエレクトロニクス回路システム、デバイス、受動素子等の
統合開発により革新的パワエレ応用製品群の創出に貢献する

回路制御技術，デバイス, 受動素子技術を結集して
データセンタ用電源の高パワー密度化を目指す。

EV用パワーユニット開発目標:
3倍の高密度化（対2026年度推定値）

制御技術からモジュール，デバイス，受動素子技術を結集して
EV用インバータの高パワー密度化を目指す。

データセンタ用電源開発目標:
4倍の高密度化（対現状最高レベル値）
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(B) Si-IGBTモジュール適用
(特徴: 両面冷却)

(C) SiC-MOS モジュール適用(開発中)(推定)
(特徴: SiC 高周波ドライブ)
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(A)SiC-MOS モジュール適用

(特徴: SiC適用)

現状技術によるパワーユニット
パワー密度の推定値（SiC適用）
（10KVA/L・１年で推定）

最高パワー密度 (現行, 推定)

縦型GaN適用

SiC-MOS適用
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(A)製品(推定)
商用周波数降圧
トランス+
AC200V給電+
サーバ側電源
AC/DC/DC

(C) R&D
AC4kV 給電
AC/DC/DC
(高周波降圧トランス含)

(B)製品(推定)
商用周波数降圧トランス+
+供給側 AC/DC+
DC380V 給電
+ サーバ側 DC/DC

数千V 給電

数百V給電

給電電圧

現行レベル

(D)
開発目標
AC4kV 給電
(高周波降圧トランス含)

PCUの小型化 (高パワー密度化)

PCU (現状レベル)

体積:1(a.u.)（現状レベル） 0.5(SiC適用) 0.3(SiC適用+受動素子の小型化)
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本研究開発は文部科学省 革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業にて実施しています。
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